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1. はじめに 

太陽光と水を利用して水素を生成する人工光合成は，次世代のエネルギー創製技術として大き

な期待が寄せられている[1]．しかしながら，TiO2などの酸化物半導体の多くはバンドギャップが

大きいことから，太陽光に 5%程度しか含まれない紫外線によってのみ水素生成が可能となって

おり，効率が上がらないことが問題点として挙げられる．バンドギャップ2.26eVの直接遷移型半

導体である ZnTe は，本質的に p 型の伝導性を示し，伝導帯下端が水の還元電位よりも高エネル

ギー側に位置するため，水素発生に適した光電極材料として有望と考えられる[2]が，これまでに

試料構造を検討した研究例は少ない．本研究では，種々の構造を有する ZnTe 薄膜を光電極とし

て用い，水の還元反応の評価を行った． 

2. 実験方法 

試料は分子線エピタキシー（MBE）法により p-ZnTe(100)基板上に作製し，基板裏面にオーミ

ック電極として Pdを堆積した．試料構造としては，p-ZnTe基板上に ZnTe薄膜を堆積した構造で

ある ZnTe/p-ZnTe/Pd (以下, bare ZnTe)に加えて，この ZnTe薄膜上に n型層として ZnOおよび ZnS

を堆積した試料である n-ZnS/ZnTe/p-ZnTe/Pd (以下, n-ZnS/ZnTe)，n-ZnO/ZnTe/p-ZnTe/Pd(以下, n-

ZnO/ZnTe)を作製した．また，n-ZnS/ZnTeについては ZnTe層厚を 150nm，500nmと変化させた．

光電気化学測定は電解液として硝酸ユウロピウム水溶液を用い，ソーラーシミュレータの光強度

を 5SUNまたは 1SUNとして測定した．水素発生測定は電解液としてリン酸緩衝液を用い，光強

度を 1SUN，VRHE = 0として光を継続的に照射し，約 2時間の水素発生を行った． 

3. 結果と考察 

Fig.1に bare ZnTe, n-ZnS/ZnTe，n-ZnO/ZnTeの光電気化学測定結果を示す．bare ZnTeでは光電流

は非常に小さいが，n-ZnS/ZnTe および n-ZnO/ZnTe の場合，大きな光電流が得られている．した

がって，表面に n型層が存在することで光生成キャリアの取り出し効率が向上することが分かる．

また，n-ZnS/ZnTe と n-ZnO/ZnTe を比較すると，n-ZnS/ZnTe の方が低電圧領域において大きな光

電流が得られていることから，より適していると考えられる．Fig. 2に n-ZnS/ZnTe試料に光を約

2時間連続的に照射し水素発生させた場合の電流の変化を示す．n-ZnS/ZnTe の構造では，ZnTe層

を 500nmと厚くすることで定常的な水素の発生が可能であることが確認できた． 
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Fig. 1. Photoelectrochemical properties for 

bare ZnTe, n-ZnS/ZnTe, n-ZnO/ZnTe samples 

under AM1.5G  5 SUN illumination. 

Fig. 2. Time course curve of H2 current flow over the 

electrode during photoirradiation for n-ZnS/ZnTe 

samples with ZnTe thickness of 150nm or 500 nm under 

AM1.5G  1 SUN illumination. 
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